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Mažo ploto spinduliuotės jutikliai yra plačiai 

naudojami šiuolaikinėje onkologijoje, pavyzdžiui, 

išorinėje Rentgeno / gama spindulių arba elektronų 

pluošto apšvitoje, taip pat gama spindulių 

brachiterapijoje. Švitinimo tikslumui yra reikalingi mažo 

aktyvaus tūrio spinduliuotės jutikliai generuojantys 

įrašomus elektrinius signalus. Pavyzdžiui dozimetrijai 

brachiterapijoje yra reikalingi mažų matmenų (<1 mm) 

didelio jautrumo jutikliai, kad būtų galima registruoti 
192Ir spinduliuotę [1]. Tačiau spinduliuotė neigiamai 

veikia spinduliuotės jutiklius, sukuria defektus, kurie 

nulemia jutiklių funkcinių charakteristikų degradaciją, 

pvz.: išaugusi nuotėkio srovė, sumažėjęs generuojamas 

elektrinis signalas. Todėl siekiant užtikrinti patikimą 

spinduliuotės registravimą, padidinti jutiklių tarnavimo 

laiką, labai svarbu charakterizuoti radiacijos nepaveiktus 

bei apšvitintus jutiklius, identifikuojant radiacinius 

defektus, įvertinant jų koncentracijas, įtaką jutiklių 

funkcinėms charakteristikoms. 

Tyrimams pasirinkti OSRAM pagaminti komerciniai 

silicio (Si) pin diodai, kaip potencialūs mažo ploto 

(S=0.35 mm2) spinduliuotės jutikliai. Jutikliai apšvitinti 

6 MeV elektronais ir 6 MeV Rentgeno spinduliais 

skirtingomis dozėmis nuo 0,7 iki 20 kGy, 

Nacionaliniame Vėžio Institute. 

Jutiklių elektrinių charakteristikų įvertinimui 

pasitelktos volt-amperinių (I-V) ir volt-faradinių (C-V) 

charakteristikų matavimų metodikos. Spinduliuotės 

sukurtų  defektų tyrimui pasitelktos giliųjų lygmenų 

kinetinės spektoskopijos (DLTS) ir fotojonizacijos 

spektroskopijos (PIS) metodikos.  

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3
10

-7

10
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

D
e
=12.4 kGy

sumodeliuota kreivė:

 VO+V
2

 VO

 V
2

P
I 

s
ig

n
a

la
s
 (

s
a

n
t.

 v
ie

n
e

ta
is

)

h (eV)

 
1 pav. Fotojonizacios spektras bandinyje ašvitintame 6 

MeV elektronais. 

I-V charakteristikų matavimai parodė, kad didėjant 

apšvitos dozei didėja ir nuotėkio srovė jutikliuose, tai 

sietina su padidėjusia radiacinių defektų, veikiančių kaip 

rekombinacijos centrai koncentracija. Iš PIS spektro 

laiptelių (1 pav.) įvertinta dominuojančių radiacinių 

defektų optinės aktyvacijos energija. 

PI spektro laiptelių modeliavimui pasirinktas 

Kopylov- Pikhtin [2] artinys: 
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 Jame papildomai įvertinama elektron-fononinė 

sąveika kurią apibūdina išplitimo parametras Γ. 

Modeliuojant skirtingomis dozėmis apšvitintų jutiklių PI 

spektrus įvertintos dominuojančių radiacinių defektų 

optinės aktyvacijos energijos (EOA) ir Γ parametro vertės 

pateiktos 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Identifikuotos foto aktyvios gaudyklės 

elektronais ir Rentgenu apšvitintuose Si pin struktūros 

dioduose, jų optinės aktyvacijos energija EOA ir išplitimo 

parametras Γ. 
Priskiriama defektui EOA (eV) Γ 

VO 1.0 0.085 ± 0.005 

V2
(-/0) 0.9 0.13 ± 0.02 

 

 

Reikšminiai žodžiai: jutiklis, dozimetrija, radiacinis 

defektas, spektroskopija. 
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